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論文の内容の要旨

　本論文は，金属酸化物表面の構造と電子状態に関する実験的研究により得られた知見をまとめたものである。実

験では，低速イオン散乱分光，電子回折，準安定原子脱励起分光，光電子分光，原子問力顕微鏡などの表面分析

手法が用いられた。本研究では，始めに代表的な金属酸化物であるMg○，α一A1203（OO01），mti1e－Ti02（uO）の

構造と電子構造を明らかにした後に，特にMgO表面上で，非平衡での薄膜成長プロセス（イオン注入と表面偏析

の組み合わせ）と薄膜成長（真空蒸着）について系統的に調べた。その結果，成長初期段階における界面反応や

成長形態が定性的ではあるが統一的に理解され，このような知見を基に材料設計的に今まで得られたことのなかっ

たTiO単結晶薄膜を作成することに成功した。また，絶縁体表面における新たな構造解析手法として同軸型直衝

突原子散乱分光法を提案し，本手法が酸化物表面の精密構造解析に有効であるこどを明らかにした。

審査の結果の要旨

　酸化物の表面構造や膜成長は基礎的及び実用的な点から極めて重要な研究対象であるが，これまでその構造や

電子状態が十分には解明されていなかった。本論文では，低速イオン散乱分光，電子回折や光電子分光などの表

面分析手法を有機的に組み合わせ，代表的な金属酸化物であるMgO，A1203，Ti02の表面構造や電子構造，さら

にはイオン改質や薄膜成長の初期過程など，酸化物表面での構造変化を詳細に解明した。また，世界で始めてTi○

酸化物の単結晶薄膜の創製にも成功している。これらの研究成果は，S岨faceScienceなどの国際一流雑誌に9件

以上報告され，国内外から高い評価を得ている。

　よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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